
ZEISS 
Schaltkreis 

U 61256 DC_ 489 (14) - 

vorläufige technische Daten 

‘ Hersteller: VEB Forschungszentrum Mikroelektronik Dresden. 

; Betrieb des Kombinates VEB Carl Zeiss JENA 
Dynamischer 355-mt-;:mib—L:;e-flaicher (aRAM) mit wehlfreiem Zugriff 

Organisation 262 144 x 1 Bit 
Tristate-Ausgang, Datenausgang durch CXS-Signal, 

eine Versorgungsspannung (5 V) 

Betriebsarten Lesezyklus, Schreibzyklus, Lese-Schreib-Zyklus, 

Statischer Seitenzugriff (Lesen und Schreiben) 

Refresh-Zyklus 
RAS-ONLY-REPRESH 

* 256 Refresh-Zyklen, Refreshzeit 4 ms 

Zechnologie CSGT/MOS 
Bauform . A16G nach 16L 26713/02 

Bild 1: Gehäuse 



Der Schaltkreis. U 61256 DC ist ein dynamisoher 80hre1h—l'.ese—Speiohe:r mit wahlfreiem Zugriff (dRAM) in 
der Organisationsform 262 144 x 1 Bit. Der Schaltkreis ist für den Einsatz in Geräten der Daten- 

verarbeitung, der Automatisierungstechnik und der kmmerziellen Elektronik bestimmt und wird äals 

Heauptspeicher in Groß-, Klein- und Mikrorechnern ‚eingesetzt., Die Typen untex-.scheiden sich. in den 

dynemischen Parametern (Zugriffszeiten). . 

2yp_ AkS-Zugriffszeit Art 

U 61256 DCO8 80 ns Selektionstyp 

U 61256 DC10 100 ns Selektionstyp 

U 61256 DO12 } 120 n8 i Grundtyp 
U 61256 0015 . 150.n8 Anfalltyp 

Anschlußbelegung 

- E A0 ... AB Adresseneingänge 

3|8 n M] ä% 0xS . Spaltenadressensteuerung 

WE % % DO RS Zeilenadressensteuerung 

RAS ] z A6 DI Dateneingang 
. A 

fig E g Al? DO Datenausgang . 

A 3 a AS WE Lese-Schreib-Steuerung 

‚c D, Uog _ _ Betriebsgpannung 

; “SS Masse 

Bild 2:. Anschlußbelegung
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Bild 3: Blooksohaltbild 

Funkt£onsbeschreibung 

Der Schaltkreis besteht aus $—1'ruluiutof-lpei.ehsuellen mit je einem MOS-Auswahltransistor und 

je einem MOS-Speicherkondensator. Damit werden höchste Speicherdichte, einfache Betriebsweise und 

Eünstige Kennwerte erreicht. 
Es wird weitgehend die CMOS-Schaltungstechnik verwendet, womit eine minimale elektrische Verlust- 

YVeistung gewährleistet wird. Die Verlustleistung ist der Zyklusrate proportional. 
Die Chipauswehl, die 2‚u.1.tlteuerlmg und das Auffrischen l!.'!u1$m intern, abgeleitet aus den Takten 

RAS, 0A3 und WE, 

Alle Ein- und Ausgänge flinfl TTL-kompatibel, Es besteht ein Eingangsschutz gegen elektrostatische 
Aufladungen. 
Es Sind schaltungstechnische, technologische und lnynutuuit!.g- Vorkehrungen gegen "soft errnn" 

durch Alpha-Partikel getroffen. 

Adressierung . 

Das 18 Bit breite Adreßwort, das zur Auswahl einer der 256 K Speicherzellen erforderlich ist, wird 

zeitmultiplex Uber 9 Adresseneingänge A0 bis A8 in dig internen Adressenspeicher übernommen. Die 

‚feallende Flanke des Taktimpulses Row-Adress-Stirobe jW) übernimmt die Zeilenadresse. Die Über- 

nahme der Spaltenadresse in ein Register wird ebenfalls von der RAS-H/L-Flanke gesteuert. Bei 

Änderung der Spaltenadresse wird der Inhalt dieses Registers überschrieben, Das Bitmuster, das um 

tsm vor der CAS-H/L-Flanke und um tm nach dieser Planke anliegt, wird dann als endgültige 

Spaltenadresse interpretiert, wenn keine statische Seitenzugriffs-Zyklen ausgeführt werden 

(s. statischer Seitenzugriff). 

Dateneingang und Datenausgang 

Die Daten, die in eine ausgewählte Zelle eingeschrieben werden sollen, werden bei einer Kombination 

der #E- und OAB-Signale in ein Dateneingengsregister übernommen, wenn AKS aktiv ist, 
Das letzte der beiden Signale WE und UX3 veranlaßt mit seiner fallenden Flanke die Übernahme der 

Dateninformation DI in das Dateneingangsregister. Dadurch gibt es verschiedene Möglichkeiten der 

Schreibzyklus-Steuerung.
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Bei einem (XS-gesteuerten Schreibzyklus (WE vor 0X3 aktiv, d. h. L) wird DI durch CAS übernommen. 

Die Dateneingangsvorheltezeit (t,y.,) und die Dateneingangshaltezeit (t.,,y) aind dann.quf CAS zu 
beziehen, 

Wenn die Eingangedaten beim CA5-Übergang noch nicht verfügbar sind, muß des WE-Signel nnu;.n 
werden, bis der (A3-Übergeng erfolgt ist. In diesem 'E-soßouu‘hn Schreibzyklus sind die Zeiten 

tzywn Und tapzy Suf WE zu beziehen. 

Die Daten werden vom Speicher in Lesezyklen gehalten, wenn VE im inaktiven Zustand (H) ist, und 

zwar so lange, wie OAS aktiv (L) ist. Die eauszulesenden Daten werden am Ausgang nach der angege- 
benen Zugriffszeit verfügbar, 

Datenausgangssteuerung 

Der normale Zustand des Datenausgangs DO ist der hochohmige Zustand. Immer, wenn CX5 inaktiv (H) 

ist, floated DO ününhdgr Zustend). So wirkt als Datenausgangsateuerung. Der einzige Zeit- 

punkt, zu dem der Ausgang eingeschaltet ist und die letzte logische O oder 1 enthält, ist nach der 

Zugriffszeit bei einem Lesezyklus. DO ist dann gültig, bis CAS zurück in den inaktiven Zustend ( 

geht, 

Wenn der Speicherzyklus ein Lese-, Lese-Schreib- oder Schreibzyklus (WE-gesteuert) isat, damn geht 

DO vom hochohmigen in den aktiven Zustand (H oder' L) über, Nach der Zugriffszeit steht der Inhalt 

der nunginlhltm Zelle (nicht invertiert zum ehemeligen DI-Signal) zur Verfügung. Der Ausgang 

bleibt aktiv, bis XS inaktiv (H) wird; unadhängig davon, ob RA inaktiv wird oder nicht. 

Wenn der Speicherzyklus. ein Schreib-Zyklus (CX3-geateuert) ist, dann behält der Datenausgang DO 
seinen hoohohmigen Zustand während des gesamten Zyklus. Diese Konfiguration erlaubt dem Anwender 

volle Stouinöguohhiv von DO allein durch die Zeitsteuerung von WE. Dadurch, daß der Ausgeng _ 

die Daten speichert, bleiben die Daten von der Zugriffszeit an bis zum Begim eines folgenden Zy- 

klus ohne Verlängerung der Zugriffszeit gültig. a 

Statischer Seiten-Zugriff (SSZ) 

Der SSZ erlaubt aufeinanderfolgende Speicheroperationen für verschiedene Spaltenadressen bei der 

gleichen Zeilensädresse mit erhöhter Geschwindigkeit olme Anwachsen der Verlustleistung. Das wird 

dadurch arg-ioh(‚ daß bei allen Speicherzyklen, die sich auf die gleiche Zeilensadresse beziehen, 

das Signal fA5 aktiv (L} bleibt. A 
Im 53Z werden die Spaltenadressen vom Scheltkreis unabhängig von äußeren Takten verarbeitet, 80 

daß bei aufeinanderfolgenden Adressenzugriffen keine Vorladung erforderlich ist, wodurch ein zu- 

sätzlicher Zykluszeitgewinn eintritt. Das ist besonders für Budr1ederhnlspoichnr von Vorteil. 

Der 552 wird initiaelisiert indem CAÄS vor AAS aktiv (L) wird. Insbesondere geht der Schaltkreis 

nach jeder AAS-H/L-Flanke in den 5SZ über, wenn der CXS-Anschluß auf Masse gelegt wird. Beim SSZ 

(Lesen) bleibt der Datenausgang ständig im aktiven Zustand, wenn keine CAS-Taktung erfolgt. Es ist 
aber auch möglich,den Datenausgang in SSZ-Zyklen mit CAS = H in den hochohmigen Zustand zu steuern. 

Die Daten des ersten Bits bei 55Z-Leae-Zyklen sind nach Ablauf der Zeit taıov gültig, die aller 

weiteren Bits eines SSZ-Zyklus nach tgyov: bezogen auf die jeweilige Spaltenadresse, 

Das WE-Signal muß in der Betriebsart 5SZ (Schreiben) getaktet werden, demn nur durch die fallende 

WE-Flanke werden die Eingangsdaten sowie die neue 3paltenadresse übernomen. 

Auffrischen 

Das Auffrischen der Daten in der Speichermatrix mit äynamischen Zei‘.l.m erfolgt, indem ein Speicher- 

zyklus für jede der 256 (AO0 bis A7T) Zeilenadressen- im Zeitintervall von 4 ms ausgeführt wird. 

Neben den normalen Speicherzyklen ist das mittels RAAS-Only-Refresh-Zyklen vorteilhaft möglich. 

Damit ergibt sich eine erheblich niedrigere Verlustleistung, ausgedrückt durch den kleineren Wert 

1coREr” 

Einschalten der Betriebsspannung 

Solange für alle Eingangsspanmungen \.l_.\> -0,3 V-gilt, wird keine bestimmte Reihenfolge der Signale 

vorgeschrieben. Eingangsspannungen kleiner als -0,3 V dürfen an den Eingangsanschlüssen erst 1 me 

Nnach dem Anliegen der Betriebsspamnung auftreten.
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Wenn die Betriebsspannung im Fehlerfall die angegebene Grenze überschreitet, sind zur Vermeidung 

von Ausfällen die Signale RAS und 0A8 in den inaktiven Zustand zu steuern. 

Nachdem die Betriebaspannung 1 ms anliegt, benötigt der Speicher m.tadeatam 8 Zyklen nmit Au:'.. 

frischen für seinen normalen Betrieb. k 

Zeitdisgrame ( siehe Bild 4, Bild 5, Bild 6, Bild 7, Bild &, Bild 9, nua 10) 
Verwendete Kurzzeichen 

Signale: - Z - Zeilenasädresse 

S - Speltenadresse 

W 

I = Dateneingang 

O0 - Datenausgang 

Flanken: =
 = Übergang nach H 

L = Übergang nach L 

V Übergang in gültigen Zustand 

X - Übergang in beliebigen oder ungültigen Zustand 

Z - Übergang in hochohmigen Zustand 

Die Indizes H oder L definieren, ob die Flanke steigt oder fällt. Die für die Funktion des Schalt- 

krnin[ erforderliche Zeitbedingung - Begimn oder Ende‘der Flanke = ist dem entsprechenden Zeit- 

diagramm 'zu entnehmen. In unterschiedlichen Betriebsarten können einem Kurzzeichen unterschied- 

liche Kennwerte zugeoränet sein. Das gilt für tP.LRI.' tRLRI-[’ tGI.CH’ tm‚ *'RI.SV‘ 'ism und *WH:E[..' 

Die Zeitmessung erfolgt mit °IHL = tILH = 5 ns8. 

Pn-].n1.n und U1Lmux sind Bezugspunkte für die Zeitmessung der Eingangssignale; Übergangszeiten werden 

zwischen UrE und Ur7, Semessen, 

Die Zeitangaben sind auf folgende Spannungen bezogen: 

Eingänge: U1 = 0,8 V; Ujp = 2,4 V. 

Ausgänge: Uo, = 0,4 V oder Uny = 2,4 V je nach Datenwert, 

[ ZWi e ® 

Alle Spannungen sind auf Us, = 0V (Masse) zu beziehen. 

Kurzzeichen min. _ MEX, Einheit 

Spannung an allen Bin- und Ur Ug -2,0 7107° V 
Ausgängen 

Betriebsspannung Ucc -0,5 7,0 y 

Gesamtverlustleistung Paot - 1 W- 

Umgebungstemperatur A ‘ 0 70 % 

Ausgangastrom . d} -50 50 mA



triebsb. 

Alle Spennungen sind auf Ug = 0 V (Masse) zu besiehen. Die Behandlungsvorschriften für 

MOS-Schaltkreise sind einzuhalten. 

Kurz- U 61256 DC08 U 61256 1010 U 61256 2012 U 61256 DC15 Bin- 
zeichen min. max. min. max. min, L min. max. . heit 

Betriebs- Voc 4,75 5,25 45 55 4,5 55 45 55 Y 
8 pannung * 

H-Eingengs“ — Ury 2,4 5,25 *24 55 2,4 * 55 24 55 V 
8panmung * 2 

L-Einganga- * Ur =1,0 08 10 . 08 -1,0 068 -—4,0 0,87) v 
apannung 
Umge' - f 0 70 .0 70 7 o 7 Ö 10 %s 
tupon€ur al ; 

llhu-g;u;g-- t 3 30 3 30 3 30 3 30 ns 
zeit LE tm 

und /L 

Alle Zyklen außer 882 
\ 

-AXS-Vorlades * 70 & 80 - 90 10 - 100 - ms 
zeit m_ 
AKS-ORB- r 25 55 3 70 3 85 35 105% ms 
Verzögerungs- 
zeit 

OXB-Vorlade=- 15° - 15° 5 15 - 20 - 
aa1t“ OHOL E 

OX3-RAB-Vor- 15 - 15 - 15 - 20 - ns 
ladezeit GE 

- 0 - 0 & o - ö - Kn k - 
Zeilenadressen- % 10 - 15 “ 15 - 20 = ns 
haltezeit RLK 

Spaltenadres: 17 5 - 5 - 5 - 5 - ns 
|äorhnltl SYCL 
zeit 

Spaltenadres- 157 - 20 %- 20 - 25 - na 
Senhaitezoit ULE 

Spaltenadres- t, 60 - 65 - TO - 85 - ns 
8 ezeit ALSX 
von an 

Spaltenadres- 
Senverzögerungs- 
zeit z C 

von 3 an taLsv - 35 - 45 - 55 - 70 na 

AXS-Halteseit toypy 45 - 55 ® 65 - 80 - ms 
g.nh‘dl:l.t:l.pcr 

Wa 
e 
Refresh- t - 4 - 4 - 4 s 4 m8 
Periode HEF - 

Lese-Zyklus 

Lesezyklus- \ 160 - 190 - 220 - 260 - ns dı *LKL 

Mi-mapls- 4 80 50000 100 50000 * 120 50000 150 50000 ns 

0KB-Impuls- + 25 ” 50000 30 50000 * 35 50000 45 * 50000 ms 
a OLCH 8 . 
AKB-Heltezeit ora . 25 - * - 35 - 45 - ns



breite 
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. Kurz- U 61256 DC08' U 61256 DC10 U 61256 DC12 U 61256 1015 Bin- 
zeichen min, MaxX, min, Max, min, MmaX, min. max. halt 

Fortsetzung 
7 

Lese-Zyklus 

OXA5-Haltezeit. tprmı 80 - 100 - 120 - 150 - na 

Lesekommando= o - o - o - 0 - n 
v:az'hultuuit "WHCL 

Lesekommendo=- t, ] 10 - 19 - 10 - 10 - na 
haltezeit RHWL i 
(RA5) 

I.‘esekmnndo- $ 0 - o - {ı} - 0 - ns 
haltezeit OHWL - a 

(0A3) 

Schreib-Zyklus ‘ 

Snkä'ühs:rklua- TRLRL 160 - 190 - 220 - 260 - s 
ze: ” 

+ RAS-Impuls- Sara 80 50000 100 50000 120 50000 150 50000 ns, 
breite 

CAS-Impula- ° t| 25 50000 30° 50000 35 50000 45 50000° ns 
breite OL0H $ 5 

Schreibkonmen- tyror O 0 „ + o MD n 
dovorhaltezeit ® * 

Schreibkomman= or wı 20 - 20 - 25 - * 35 - ns 
dohaltezeit ; 

_ (R8) 
Schreibkomman-= %y 65 - 80 - 02° 100 + 120 na 
dohaltezeit 

(RA5) 

RAS-Haltezeit %mp 25 . + - 3 + 45 - ns 

ÖKS-Haltezeit taıcH 80 100 - 120 - 150 - = n8 

Schreibkomman- 20 - 25 - 3 - 40 - E 
doimpulebreite *m . 

Schreibkonmean= Ta p 30 - 35 - 40 - 50 - ns 4 z 
-Vorhalte- . 

zeit 

Schreibkomman-= *yr o 30 - 35 - 40 - 50 - ns 
F 

-Vorhaltezeit 
5) Dateneingangs= t. o - o - o w @ » ns 

vorhaltezeit + AvcL” 

*r 

Datene _ Bn e 25 + 30 35 - * na 
haltezeit n OLIX) . 

HrLIx 

Lese-Schreib-Zyklus (1Sz)®) 

Zykluszeit *aa 195 - 20 - 265 - 35 3 ns 

RAS-Impuls- ppp * . 115 50000 140 50000 165 50000 205 50000 ns



senhaltezeit von 

RAS an 

$RLSX 

Kurz- U 61256 DCO8 U 61256 DCIO U 61256 DC12 U 61256 DCI5S Ein- 
zeichen min. — maxX. » MBX. min. — maxX. min. max. heit 

Fortsetz: 
Lese-Schreib- ‚ 
Zyklus 

CKS-Impulsbreite or 55 ” 50000 65 50000 75 50000 95 50000 ns 

AAS-WE-Verzö- —— bar 80 - 100 - 120 - 150 A n 
gerungsseit 

OKS-WE-Verzö- — or 25 ” 30 - 3 - 45 A n 
gerungszeit 

ten- t 45 - 55 - 65 - 80 - :n8 
880NVOr- yı 

haltezeit vor 
Wl 

OKAS-Heltezeit TaLCH 115 - 140 - 165 - 205 - na 

f _ 

Statischer Seitenzugriff (88z)') 

OKS-RAS-Vorhalte- toppr 10 - 15 - 15 - 20 - n8 
zeit zur 5S2-Er- “ 
öffnung 

Adressenzyklus- , 50 - 60 - 70 - 85 - ns 
zeit SS 

% 
Adressenvorhal= toyay 45 - 55 - 65 - 80 A ms 
tezeit vor 
S8Z-Ende 

OES-Vorladezeit topor 10 * 10 - 5 - 20 - ms 

RAS-Vorladezeit tprny 70 - 80 - 90 - 100 - n8 

SSZ-Lese-Zyklus 
- 3 

Spaltenadres- t - 35 - 45 - 55 - ( n8 
.äersi!sumgs.. RLSV f 7 

zeit e 

Lesekommando- *RL 10 - 10 - 15 - 20 - ns 
vorhaltezeit 

Lesekommando- %, 10 - 10 - 15 - 20 - 
haltezeit RHWL + ‘ O * 
Adressenhalte- t, 10 - 10 - 15 - 1 - 
zeit nach 532-, — M9% 8 Dn 
Lesezyklusende ” 

SSZ-Schreibzyklus 

Schreibvorlade- 15 - 15 - 20 - 30 - ns 
zeit‘ aın 

Adressenvorhal- wwr 10 - 10 - 10 - 10 - ns 
tezeit vor 

Adressenhalte- * 20 - 25 - - o - 
zeit WLSX 2 # O 

WE-AXB-Vorlade- -10 - =10 - =10 “ - - 
zeit hwm' ® E 

Spaltenadres- 70 . 90 - 110 - 130 - -n 
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1)UI]. dfi nicht länger als 40 ns negativer als -0,3 V sein. 

2)gs ist mit 2 ML-Lasten und C, = 100 pF zu messen; tppormay Und tpycy Sind mur els Bezugspunkte 
ängegeben. Sie stellen keine einschränkende Bedingung dar. Die Zugriffszeit wird duroch die dtei 

Zeiten taroy, fopoy nd tgyoy bestiumt. Wenn brnr < tapoLmax WE tppsy < Tppovmax, demn B11t 
*RLOV, Wenn err > $pLCLmex WMd tgyor . < (teyovmax “ fonowmex): denn Eilt tgyoy- Im Fall tpıoy > 

*apcLmax Wnd tsyor > (tayovmax ” *cLOVmax)» demn BiLt topgyr ; X 

3)Dj‚. Werte für tiilhlllnl:l.‘n i'erdem benutzt, um die Zykluszeit anzugeben, bei der die volle Punktion 

im Temperaturbereich (0 ... 70 °C) gewährleistet wird. Eine Unterschreitung dieses Wertes kann zur 

Zerstörung des Schaltkreises führen,. 

4 ] ” 

,t'lf.[|(m’ =RI.WL' tCI.U'L und tS\‘UL sind ka.‘i.ne7 einschränkenden Betriebswerte. Wenn tWI.GI. > _"WLDCLN1!.}’ 

damn ist der Zyklus ein Schreibzyklus (CXS-gesteuert), und der Datenausgang bleibt hochohmig 

während des gesamten CX5-Zyklus. Wenn 4 wr > tezwimin® TrLWL ” TrLwLmin @d tayyı > Taywımin? 

dann ist der Zyklus ein Lese-Schreib-Zyklugs, und der Datenausgang gibt die Informetion der gelese- 

nen Zeile ab, Wenn keine dieser Bedingungen erfüllt ist, dann ist der Zustand des Datenausgangs 

(zur Zugriffszeit) unbestinmt, da ein Schreibzyklus (WS-gesteuert) ausgeführt wird. 

‘ 5)piese Kenngrößen bszithen sich auf ÖAS in Schr:ibhyklen (OAS-gesteuert) und auf WE in Schreib- 

Zyklen (WE-gesteuert) oder 1.n Lese-Schreib-Zyklen, 

S)getriebsbedingungen, die nach dem Bild "Lese-Schreib-Zyklus" einzuhalten, jedoch hier nicht auf- 
geführt sind, entsprechen den Betriebsbedingungen für den Lese- oder Schreibzyklus. 

. 7rür ase hier nicht aufgeführten Kenngrößen gelten die Betriebsbedingungen der entsprechenden 
Normalbetriebsart. 

“1)1: Taktung von CAS 1n‘555 ist nur erforderlich, wenn der Datenausgang zwischen dem Al}nleuen von 

zwei aufeinanderfolgenden Spaltenadressen hochohmig werden soll. 

Kenngrößen 

Die Kenmmgrößen nach folgender Tabelle gelten für die oben genannten Betriebsbedingungen, wenn nicht 

anders angegeben. 

Alle Spannungen sind auf Un, = 0 V (Masse) zu beziehen,. 

Kurzzeichen T‚v£ min. max. Einheit 
U 61256 DC 

Dynamische Stromaufnahme TIoog - 08 5 6o 1 n 
(mittl. Wert bei RAS- . 10 “ 55 1 m 
CAS-Zyklen) 12 - so 7 m 
*apan * *rLRLmin 15 - 45 7 N 

Stromaufnahme im Ruhe- IccR 08/10/12 - 5 mA 
zustand 4 
(ra 15 - 4 mA 
RAS = U. 
DO hochohmig 
Eingangsleckstrom an 

einem beliebigen Ein- Iır alle »10 10 un 
gang & b 
alle anderen Anschlüsse 
0Vı Ur 70 .0 55 V 

Ausgangsleckstrom 119 $ alle =10 10 Jan 
=0 .00 55 V 

DO_hochohmig; 
m-ü's.um
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Fortsetzung 

Kurzzeichen Ty£ * min Max; Einheit 
U 61256 DC 

H-Ausgangaspannung UoH alle 2,4 ” v 
In = -4 m o 

L-Ausgengsspannung or alle - 0,4 v 
1, =4m 

o 

E%fi“”'“" von t 08 - 80 ns 
RLOVY 

p 10 . 100 . ns 
12 - 120 n8 

15 - 150 n8 

Zugriffszeit von gül- t. 08 - 45 ns 
tiger Spaltenadresse * SEON 10 - 55 ne 

L 12 - 65 ns 
15 - 80 ns 

Zugriffszeit von tcmv 08 - 25 na 

XS aus 10 - 30 na 
e - 12 - 35 RS 

15 - 45 ns 

Stromaufnahme im ICCR.BP 

Refreshi-Zustand 68 W “ i 
XS = Um 40 _ 15 1} S 

_ A} *arr - *aıamin . ” 18 s mi 
—_ ” 15 - 35 mA 

Stromaufnahme im Iccssz 

S5Z-Zustand ‘ 

RAS = UrL 

*avsv * *sysvmin 

Ausga:ngßnhaoha.'l.t— tCHUZ alle o 30 Y ns 

zeit 

Ausgmgunbuchnlt- tRHDZ alle o 30 %» ne 

zeit nach SSZ- . 

Zyklen: ” s 
N a 4 17 

Datenausgangshalte- + alle 10 - ns 
zeit nach Spalten- SX0X 
adressenwechsel 

Tristatehaltezeit tarox alle 10 - n8 
nach SSZ-Pröffnung 

. © } Eingangskapazität C alle - 6 pF 
(A0 ... A8, DI) z 

x 1) 
E kapazität C alle - 7 pF (RB, 01S, ME) 12 
Ausgangskapazität g alle . e BF 

V)umgebungstemperatur A = 25 °%



Bild 5: Schreibzyklus (CXÄS-gesteuert) 
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Bild 6: Sohreibzyklus (ME-gesteuert) 
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Bild 7: Lese-Schreib-Zyklus
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Bild 8: REPRESH-Zyklus 
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Bild 9: Statischer Seiten-Zugriff (Lesen)
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Bild 10: Statischer Seiten-Zugriff G.„E.-.a..ü 
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